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Funkcni vzorek
High-speed P-MOSFET driver

» V souladu s definici uvedenou v dokumentu
Uradu viady CR, &j.: 1417/2013-RVV
,Metodika hodnoceni vysledkll vyzkumnych
organizaci a hodnoceni vysledkd ukonéenych
programu (platna pro léta 2013 az 2015 je
uplatiiovan  funkéni vzorek ,High-speed
PMOSFET driver®.

»  Funkéni vzorek vznikl v pfimé souvislosti s
feSenim grantu Ministerstva Skolstvi, mladeze
a télovychovy Ceské republiky, SGS-2015-
002: Moderni metody feSeni, navrhu a
aplikace elektronickych a komunikaénich

systému.

»  Tento modul slouzi jako budi¢ P-MOSFET
tranzistoru zapojeny jako horni sériovy spinac
s maximalnim rozsahem napajeciho napéti 50
V a zatizenim 2 A. Maximalni spinaci

frekvence je 1 MHz a doba zpozdéni signalu

84 ns. Vstupni signal musi splfiovat parametry
5V CMOS logiky.

»  Detailni informace jsou souéasti technické
dokumentace TD-22110-FV003-2015
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